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【はじめに】GaN系半導体は、高周波、高出力用途の電子デバイスとして期待されており、GaN基板上のショットキーダイオー

ド、p-nダイオード、MOSFETなどの縦型デバイス報告がされている。現在、極性面である c面 GaN基板上に形成した縦型デバ

イス実現に向けて、MOVPE法で成長したドリフト層の高純度化（特に低 C濃度化）が進められている。将来トレンチ構造など

立体構造を有するデバイスを実現する上で、非極性面や半極性面 GaN の特性を把握する必要がある。これまで我々は、非極性

面の m面やその傾斜基板上に GaNの MOVPE成長を行い、残留不純物、表面構造、そして電気特性について報告してきた[1] [2]。

今回、半極性面である (303̅1̅)、 (202̅1̅) GaN基板上 GaNの MOVPE成長について報告する。 

【結果と考察】成長基板は、HVPE法 c面 GaNインゴットから切り出した三菱化学製 (303̅1̅)、 (202̅1̅) GaN基板（5mm x 15mm）

を使用した。MOVPE 条件は H2キャリア、TMG、NH3を原料とし、成長圧力 101kPa、成長温度 1000℃、成長速度 80nm/min、

V/III=1000とした。図 1にアンドープ GaNの SIMS による残留不純物（Si、C、O濃度）を示す。(303̅1̅)、 (202̅1̅)は(101̅0)から

[0001̅]へ 10°、15°のオフ角度を有する。いずれの基板上も Si濃度は SIMS検出下限であったが、(101̅0) 基板上では、残留 O

および C濃度が>1016 cm-3を示した。一方、(303̅1̅)、 (202̅1̅) 基板上は残留 Oおよび C濃度は SIMS検出下限であった。図 2に

(101̅0)および(303̅1̅) GaN 対象面の ω スキャン XRD プロファイルを示す。(101̅0)は半値幅が 42arcsec であり、かつ多重ピーク

を示すが、(303̅1̅)は半値幅が 29arcsecであり、基板と同等の値であった。 
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図 1. Si、C、O不純物濃度                  図 2. XRDプロファイル 
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